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前言

概述

本文档仅适用于 Tina 系统下的 DDR 兼容性验证，给全志代理商 或客户自行验证 DDR 物料提供操作指

南。验证完后的 DDR 物料型号如果需要 申请加入全志 DDR 支持列表，需要 提供相应资料供全志原 厂确认，

测试项目请严格按照本文档来进行，如有疑问，请及时与全志原 厂反馈。

验证结果仅对测试样机有效，如有物料品 质不一等问题，注意规避风险，建议先做小批量使用测试。

芯片型号

本文档对应芯片型号为：全志 F 系列需外挂 DDR 的 SOC 平台

版本定义

版本号：V1.0

本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议均不构成任何明示或默示的声明或保证（包括

但不限于就其特 定目的的适用性、适销性、不侵权性及文档内容的准确性、完整性等保证），全志不对任

何人使用此类信息或/和本文档的行为承担任何责任。

如对文档产生任何疑问，请您及时与全志沟通确认并获取最新版本。

读者对象

本文档主要 适用于:

 硬件开发工程师

 软件开发工程师

 技术支持工程师



秘密▲3 年

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利 4

目录

版本历史.........................................................................................................................................................................2

前言.................................................................................................................................................................................3

目录.................................................................................................................................................................................4

1. F 系列 DDR 模板信息............................................................................................................................................. 5

2. 准备工作...................................................................................................................................................................6

2.1. 硬件确认.......................................................................................................................................................6

2.2. 软件确认.......................................................................................................................................................6

2.3. 设备确认.......................................................................................................................................................6

3. 测试项目...................................................................................................................................................................7

3.1. 叠 DRAM 读写压力测试............................................................................................................................. 7

3.1.1. 常温 DRAM 读写压力测试............................................................................................................. 7

3.1.2. 高低温 DRAM 读写压力测试......................................................................................................... 9

3.2. 反复初始化 DRAM.......................................................................................................................................9

3.3. DRAM 自刷新测试.....................................................................................................................................10

4. 申请交付件.............................................................................................................................................................11

4.1. 申请交付件................................................................................................................................................ 11



秘密▲3 年

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利 5

1. F 系列 DDR 模板信息

表 1-1 F 系列 DDR 模板信息

SOC DRAM Type PCB

F133 MX-HXX DDR3 16*1 2L

F133 MX-HXX DDR3 16*1 4L
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2. 准备工作

2.1. 硬件确认

 PCB Layout 使用全志对外发布 DDR 模板，只有使用全志 DDR 模板才能申请加入 DDR 支持列表；

如果客户 DDR 部分自行 layout，稳定性及兼容性风险问题自行把握，且不能加入 DDR 支持列表。

 测试样机至少五台，条件允许的话，验证样本数多点更好。

2.2. 软件确认

 客户使用的 DDR 模板对应的 DDR 频率是 否是 我司推荐量产频率。

 DRAM 的兼容性验证固 件，客户需要 根据我司 SDK 上最新发布的 DDR 驱动版本以及对应最新版本

的 DDR 参数配置进行测试固 件的编译。

2.3. 设备确认

 高低温箱一台，工作温度范围 -40℃~85℃。

特 别注意

 以上确认要 点客户自行检查，物料信息请在《DDR 物料导入信息登记表》中作好备注！

 用于测试的样机使用的 DRAM 模板必须是 全志发布的 DRAM 模板，并使用配套的 DDR 模板参数。

我司不接受客户自己设计的 DRAM 模板进行测试，以及测试出问题之后的技术分析。
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3. 测试项目

3.1. 叠 DRAM 读写压力测试

DRAM 读写压力目的：营造高带宽压力读写测试。

3.1.1. 常温 DRAM 读写压力测试

 场景举例：

高负载+大带宽场景测试。

 测试条件：

裸板消费级测试温度：室温；测试机器数：5 台；测试时长：4 h。

 测试操作：

运行 stressapptest 工具：固 件集成该脚本，上电后通过指令开始运行。

 stressapptest 测试方法：

进入控制台，串口输入 free 查看 内存剩 余情况，通过 free 指令查看 剩 余内存后选择剩 余容量的

80%来进行测试，以下以 F133 MX-HXX 为例：

取当前剩 余容量的 80%作为 memtester 测试总容量，大概为 300M，然后执行“stressapptest -s
999999 -M 300m & mtop & top &”指令；



秘密▲3 年

版权所有©珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利 8

说明：“-s 999999”指 stressapptest 运行 999999 秒；
“-M 300m”指 stressapptest 占用 300MB 内存容量测试；
“mtop”打印实时带宽；
“top”打印 CPU 占用率；

通过“mtop”指令查看 跑场景的实时带宽是 否为理论带宽的 0.5~0.7（转换效率）。理论带宽计
算 公式：理论带宽=DDR 频率*2*位宽/8。

输入指令“ps”，然后查看 进程列表中是 否存在 memtest 进程，如下图所示：

保存 log 用于后续提交我司检查。
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 判断标准：

系统不跑飞、不卡死（有时候串口没打印可能是 串口本身问题挂掉了，可以通过 adb 看 是 否能正

常进入系统）。

不出现 dram 读写错误 log。

3.1.2. 高低温 DRAM读写压力测试

 场景举例：

高负载+大带宽场景测试

 测试条件：

裸板消费级测试温度：-25~75℃；测试机器数：5 台；测试时长：高低温各 24 h。

 测试要 求：

具体操作方式与 3.1.1 常温 DRAM 读写压力测试完全一致。

 判断标准：

高温和低温环境下，不出现 dram 读写错误 log。

系统不跑飞、不卡死（有时候串口没打印可能是 串口本身问题挂掉了，可以通过 adb 看 是 否能正

常进入系统）。

3.2. 反复初始化 DRAM

 场景举例：

运行 reboot 脚本测试。

 测试条件：

裸板消费级测试温度：-25~75℃；测试机器数：5 台；测试时长：高低温各 24 h。
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 测试要 求：

机器上电后，进行软件 reboot 测试，保存好机器串口打印 log。

 判断标准：

不出现 dram 初始化错误 log。

reboot 过程中不跑飞、不卡死（有时候串口没打印可能是 串口本身问题挂掉了，可以通过 adb 看

是 否能正常进入系统）。

3.3. DRAM 自刷新测试

 场景举例：

运行 standby 脚本测试。

 测试条件：

裸板消费级测试温度：-25~75℃；测试机器数：5 台；测试时长：高低温各 24 h。

 测试要 求：

机器上电后，进行 standby 测试，保存好机器串口打印 log。

 判断标准：

不出现错误 log。

退出 standby 后 crc 校验通过，dram 可正常访问，系统正常运行。
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4. 申请交付件

4.1. 申请交付件

代理商 或客户自行完成上面 的 DDR 测试项目，结果 pass 后，如果想申请加入全志 DDR 支持列表，

需要 通过 aservice 提交 case 方式提供以下资料给到全志确认审核：

（1）该款物料的测试报告以及 datasheet；(物料生产厂商 以及晶 圆厂商 信息要 标注清 楚)

（2）该款物料各项测试项的 log（测试中保存、带时间 戳）；

（3）邮寄 5PCS 测试样品 用于我司备份；

注：所需要 加入 AVL 的物料，客户需注明存储物料规格，我司需要 了解物料的基 本信息。如：物

料来源 和品 牌规格信息等。

特 别注意

二手拆机料不能导入我司 AVL 支持列表，其测试流程和官方正品 料一致！
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著作权声明

版权所有©2024 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥 有并保留一切权利。

本文档是 全志的原 创作品 和版权财产，未经全志书面 许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、

发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商 标声明

、 、 、 （不完全列举）均为珠海全志科技股份有

限公司的商 标或者注册商 标。在本文档描述的产品 中出现的其它商 标，产品 名称，和服务名称，均由其各

自所有人拥 有。

免责声明

您购买的产品 、服务或特 性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间 签署的商 业合同 和条款

的约束。本文档中描述的全部或部分产品 、服务或特 性可能不在您所购买或使用的范围 内。使用前请认真

阅读合同 条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限

于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品 版本升级或其他原 因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不

另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生

损害（包括但不限于间 接的、偶然的、特 殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档

中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。
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本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品 的过程中，

可能需要 获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任

何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、

赔偿或承担其他义务。
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